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【はじめに】GaN は絶縁破壊電界など SiC以上の優れた物性値を有するため、パワーデバイスへの応用

が期待されている。スイッチング素子であるトランジスタの高性能化・ノーマリオフ化には高品質なゲ

ート絶縁膜が必要であり、バンドギャップが比較的広い Al2O3膜を用いた GaN デバイスが研究されてい

る。前回我々は Al2O3に窒素を添加した AlON 膜が Al2O3膜よりも電子注入耐性及び界面特性に優れる

ことを報告した[1]。本研究では、良好な界面特性を維持しつつ絶縁性の向上を図るため、AlON 界面層

上にバンドギャップの広い SiO2膜を積層した SiO2/AlON/AlGaN/GaN 構造を検討した。 

【実験結果と考察】Si(111)上に AlGaN/GaN 層を成長した基板を HCl 溶液により洗浄し、真空中で連続

して AlON 膜と SiO2膜（10 nm）を順にスパッタ成膜した後、膜質改善のために窒素雰囲気下で 800°C、

3分間の熱処理を施した。AlON 膜厚は 1.3 nm又は 5 nmとし、SiO2膜 10 nm単層の試料も作製した。そ

の後 Niゲート電極及び、Al/Ti積層コンタクト電極をそれぞれ堆積し、窒素雰囲気下で 600°C、30秒間

の熱処理を施すことでオーミックコンタクトを形成した。Fig. 1 に SiO2/AlON/AlGaN/GaN MOS キャパ

シタの C-V 特性を示す。SiO2/AlON 積層構造（Fig. 1(a)および 1(b)）では、欠陥応答に起因する周波数

分散が SiO2単層試料（Fig. 1(c)）と比較して非常に小さく、ヒステリシスのほとんどない良好な C-V曲

線が得られた。このことから、AlON 層が 1.3 nmと非常に薄い場合でも界面層として有効であることが

わかった。続いて Fig. 2 に各MOSキャパシタのゲートリーク電流を示す。SiO2(10 nm)/AlON(5 nm)積層

試料は、前回報告した AlON単層（15 nm）試料や SiO2単層（10 nm）よりもリーク電流の低減を示して

おり、絶縁破壊電界強度も約 7 MV/cmとなった。以上の結果は、SiO2/AlON 積層構造が優れた界面特性

と絶縁特性を両立する GaN MOSデバイス向けゲート絶縁膜として有望であることを意味している。 
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Fig. 1 C-V characteristics of SiO2/AlON((a)5 nm (b)1.3 

nm) and (c)SiO2/AlGaN/GaN MOS capacitors measured 

at frequencies ranging from 1 MHz to 10 kHz. 

Fig. 2 I-V characteristics of MOS capacitors 

with SiO2/AlON gate dielectrics. Suppressed 

leakage current suggests good insulating 

properties of SiO2/AlON layer structure. 
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